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【序論】MOSFET の高性能化に向けて、電子、正孔ともにキャリア移動度の高い Ge を新規チャ

ネル材料として応用するための活発な研究が行われている。金属/Ge 界面におけるフェルミレベ

ルピニング（FLP）によるショットキー障壁高さ（SBH）の制御の困難性は大きな課題である。界

面物性制御に向けた様々な構造の提案や電極金属の研究が行われている。今回、我々は室温形成

した電極/n型 Geコンタクトにおいて、FLP から外れる低い Schottky障壁高さを観測した。 

【試料作製】n型 Ge(001)基板をフッ酸及び超純水を用いて化学洗浄後、Ge 基板上に 10
-3

 Pa 以下

の真空中において、室温にて膜厚 700 nm の Sn 層を蒸着し、表面電極を形成した。さらに裏面に

Al 層を蒸着して裏面電極を形成し、Sn/n-Ge Schottkyダイオードを作製した。また、比較のため

に同様の工程によって、Al および Au 電極を用いたに対しても同様に Schottky ダイオードも作製

した。 

【結果及び考察】作製した Sn、Al、および Au/n-Ge の各 Schottkyダイオードに対して、111 K～

300 Kにおける電流密度-電圧（J-V）特性を測定した。いずれの試料においても室温付近では良

好な熱放出伝導特性が得られた。Fig. 1に、Sn/n-Ge 試料における飽和電流 Js/T
2
 及び理想因子 n 

の測定温度の逆数に対する依存性（Arrhenius プロット）を示す。理想因子が 1 に近い領域にお

いて Js/T
2
 の Arrhenius プロットの傾きから SBH を見積もった。Sn、Al、Au 電極/n-Ge(001)コ

ンタクトの Schottky 障壁高さの金属仕事関数依存性を Fig. 2に示す。比較のために、過去の様々

な電極金属/n-Geにおける SBH 報告値も合わせて示した。図中の黒い破線は、Schottky 極限にお

ける SBH の仕事関数依存性を示す。Al および Au 電極は過去の報告同様、仕事関数にほとんど

依存しない SBH 値を示す。一方 Sn/n-Ge 試料における SBH は 0.35 eV と見積もられ、Schottky 

極限に近い SBH 値が得られる。
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Fig. 1  The Arrhenius plot of ln(Js/T

2
) and ideality 

factor of the Sn/n-Ge Schottky diodes. 
Fig. 2  Schottky barrier height of the Sn/n-Ge, 

Al/n-Ge, and Au/n-Ge samples, and reported 
values. Broken line is proportinal relation of 
SBH and Metal work function. 

 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

20p-B4-6

13-129


